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D1SPOSITIF DE PROTECTION P'UN CIRCUIT ELECTRONIQUE CONTRE 
PES DECHARGES ELECTROSTATIQUES 



La presente invention concerne un dispositif de protection d'un circuit 
electrique contre des decharges electrostatiques (ESD ou «electrostatic 
5 discharges») f et plus particulierement un tel dispositif destine a etre utilise dans 
un circuit electronique integr6. 

Les circuits electroniques peuvent etre endommages par des 
decharges electrostatiques intervenant au niveau de leurs bornes de connexion 
electrique. De telles decharges electrostatiques peuvent notamment intervenir 

10 lors de manipulations du circuit electronique par un operateur ou par un robot 
manipulateur, en particulier lors de la fabrication de ce circuit. II est connu de 
disposer un dispositif de protection du circuit contre les decharges 
electrostatiques au niveau de certaines au moins des bornes du circuit, afm 
d'eviter les dommages causes au circuit par des decharges 6lectrostatique 

15 survenant au niveau de ces bornes. 

Un dispositif de protection connu de rHomme du metier comprend 
deux diodes connectees en parallele a une borne d'un circuit electronique, et 
reliant respectivement cette borne a deux rails connectes chacun a une|borne 
respective d'une source d'alimentation continue de ce circuit. L'une des diodes 

20 a son anode connectee a la borne du circuit, et sa cathode connectee a celui 
des deux rails qui presente le potentiel electrique le plus eleve, ci-apres le 
premier rail. L'autre diode a sa cathode connectee a la borne du circuit et son 
anode connectee a celui des deux rails qui presente le potentiel Electrique le 
plus bas, ci-apres le second rail. Un dispositif limiteur de tension, appele 

25 "Clamp" dans le jargon de rHomme du metier, est en outre connecte entre les 
premier et second rails. Le dispositif limiteur de tension est determine de fagon 
a devenir conducteur electrique avec une faible resistance ohmique lorsque la 
tension electrique entre le premier rail et le second rail est superieure a la 
tension de la source d'alimentation, ou est negative. 

30 Ainsi, des charges electriques d'une decharge electrostatique 

survenant sur ladite borne du circuit sont evacuees par le premier rail vers la 
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source d'alimentation continue, lorsque la decharge est de signe positif, et par 
le second rail lorsque la decharge est de signe negatif. Le circuit electronique 
est alors preserve. Les deux diodes et les deux rails doivent presenter des 
capacites elevees de conduction de courants electriques, afin d'evacuer 
rapidement et sans echauffements excessifs des quantites importantes de 
charges electriques. 

Un tel dispositif de protection comprend en outre une borne de 
connexion exterieure reliee electriquement a la borne du circuit electronique. la 
borne de connexion exterieure comprend une zone conductrice suffisamment 
grande pour permettre la realisation de connexions electriques entre cette 
borne de connexion et des dispositifs electriques externes au circuit 
electronique. Ces connexions sont par exemple realisees par des fils 
metalliques soudes sur la borne de connexion exterieure. 

Les deux diodes d'un tel dispositif de protection realise sur un substrat 
de circuit electronique integre sont disposees a cote de la borne de connexion 
exterieure, a laquelle elles sont reliees electriquement. Au total, le dispositif de 
protection occupe par consequent une zone du substrat au moins egale a la 
reunion de la zone du substrat occupee par la borne de connexion elle-meme 
et de la zone du substrat occupee par les deux diodes. 

II en resulte qu'un tel dispositif de protection contre des decharges 
electrostatiques occupe une surface du substrat relativement grande. En 
general, un circuit electronique integre comprend plusieurs bornes devant 
chacune etre protegee contre des decharges electrostatiques, si bien que 
I'ensemble des dispositifs de protection du circuit electronique necessite une 
surface du substrat particulierement importante. Correlativement, un circuit 
electronique ainsi protege contre des decharges electrostatiques possede done 
un prix eleve. 

Un but de la presente invention consiste a reduire la surface du 
substrat occupee par un dispositif de protection du genre decrit precedemment. 

La presente invention propose ainsi un dispositif de protection d'un 
circuit electronique contre des decharges electrostatiques, qui comporte une 
borne de connexion reliee £ une borne dudit circuit electronique, une premiere 
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piste reliee a une premiere borne d'une source d'alimentation electrique dudit 
circuit electronique, une seconde piste reliee a une seconde borne de la source 
d'alimentation electrique, de maniere que la premiere piste presente un 
potentiel electrique plus eleve que la seconde piste. Le dispositif de protection 
electrostatique comprend en outre une premiere diode ayant une cathode 
reliee a la premiere piste et une anode reliee a la borne de connexion, et une 
seconde diode ayant une cathode reliee a la borne de connexion et une anode 
reliee a la seconde piste. Les premiere et seconde diodes sont disposees a la 
surface d'un substrat. La borne de connexion est portee par ledit substrat et est 
situee au-dessus d'une partie de Tune au moins des premiere et seconde 
diodes par rapport au substrat, selon une direction perpendiculaire a la surface 
du substrat. 

Un dispositif de protection selon I'invention occupe une zone du 
substrat de dimensions reduites, compatibles avec un niveau d'integration 
eleve. II en resulte une reduction de cout, liee a la reduction de la taille du 
substrat. 

Un autre avantage d'un dispositif de protection selon invention est la 
reduction des distances qui separent les differents elements du dispositif de 
protection. En effet, lorsque survient une decharge electrostatique, la quantite 
de charges electriques devant etre transportees par differents elements du 
dispositif de protection peut etre importante. Une distance de conduction trop 
grande provoque alors des echauffements qui peuvent endommager le 
dispositif de protection lui-meme. La compacite du dispositif de protection selon 
I'invention est par consequent particulierement avantageuse. 

Selon un mode de realisation prefere de I'invention, les premiere et 
seconde pistes sont aussi portees par le substrat, et ont chacune une partie de 
piste au moins partiellement situee entre, d'une part, ladite partie de Tune au 
moins des premiere et seconde diodes, et d'autre part, la borne de connexion. 
La zone du substrat occupee par le dispositif de protection est alors encore 
reduite, et peut eventuellement etre limitee approximativement a une zone 
correspondant a une projection de la borne de connexion sur la , surface du 
substrat, selon une direction perpendiculaire a la surface du substrat. 
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L'invention concerne aussi un dispositif electrique comprenant un 
circuit electronique et un dispositif associe de protection contre des decharges 
electrostatiques tel que decrit precedemment. Le circuit electronique a une 
borne reliee a la borne de connexion du dispositif de protection. Les premiere 
et seconde pistes du dispositif de protection sont respectivement reliees a une 
premiere et une seconde bornes d'une source d'alimentation du circuit 
electronique, de sorte que la premiere piste presente un potentiel electrique 
superieur a un potentiel electrique de la seconde piste. Le dispositif electrique 
peut comprendre en outre un limiteur de tension, ou "Clamp", relie a la 
premiere piste et a la seconde piste. 

Preferentiellement, le circuit electronique et le dispositif de protection 
associe sont portes par un meme substrat, reduisant ainsi le cout global du 
dispositif et augmentant I'efficacite de la protection conferee contre des 
decharges electrostatiques. En effet, cette protection est d'autant plus efficace 
que le dispositif de protection est situe tres pres du circuit electronique. 

D'autres particularites et avantages de la presente invention 
apparaitront dans la description ci-apres d'un exemple de realisation non 
limitatif, en reference aux dessins annexes, dans lesquels : 

- la figure 1 est un schema electrique d'un dispositif selon invention ; 

- la figure 2 est un schema en perspective montrant Timplantation sur 
silicium d'un dispositif selon ('invention ; 

- la figure 3 est un schema electrique d'un montage devaluation de la 
robustesse du dispositif de la figure 2 par rapport a des impulsions de courant 
electrique. 

Pour raison de clarte, les dimensions des differentes parties de circuits 
representees sur les figures ne sont pas en proportion avec des dimensions 
reelles. Des references identiques indiquees sur les figures correspondent a 
des elements identiques. Les termes «superieur», «inferieur», «sur» et «sous» 
utilises dans la suite sont definis en reference a une direction D, indiquee sur la 
figure 2, qui est la direction perpendiculaire a la surface du substrat. 

La figure 1 est un schema electrique d'un dispositif de protection 
electrostatique connu de I'Homme du metier, auquel s'applique I'invention. Le 
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dispositif de protection est relie a un circuit electronique 101 qu'il est destine a 
proteger contre des decharges electrostatiques. Pour cela, une borne 101a du 
circuit 101 est connectee a une borne de connexion 1, par laquelle le circuit 
101 peut etre relie a un dispositif exterieur quelconque, au moyen d'un fil 
metallique ou d'une bille metallique disposee sur la borne de connexion 1 , 
d'une maniere connue de rHomme du metier. 

Le circuit 101 est alimente par une source de tension continue 102, 
possedant une premiere borne de sortie 103 ayant un potentiel electrique VDD 
positif par rapport a un point de reference de potentiel electrique, et une 
seconde borne de sortie 104 reliee audit point de reference de potentiel 
electrique. Ledit point de reference de potentiel electrique peut constituer une 
masse electrique du circuit, designee par GND sur la figure. Deux rails 
metalliques 2 et 3, de sections respectives suffisantes pour presenter des 
capacites de conduction electrique elevees, sont respectivement conhectes 
aux bornes de sortie 103 et 104 de la source 102. Les rails 2 et 3 sorit aussi 
relies a des bornes d'alimentation, respectivement 101b et 101c, du circuit 101. 

Une diode 4 est reliee par sa cathode 5 au rail 2, et par son anode 6 a 
la borne de connexion 1, et une diode 7 est reliee par sa cathode 8 a la borne 
de connexion 1, et par son anode 9 au rail 3. Les diodes 4 et 7 possedent 
chacune une capacite de conduction elevee, pouvant etre obtenue par une 
zone de jonction de grande longueur. Un limiteur de tension 105, ou "Clamp", 
est en outre relie entre les rails 2 et 3 en parallele avec la source de tension 
102. Ainsi, des charges electriques provenant d'une decharge electrostatique 
positive survenant sur la borne de connexion 1 sont conduites par la diode 4 et 
le rail 2, puis sont evacuees vers la masse GND par le limiteur de tension 105. 
Des charges electriques provenant d'une decharge Electrostatique negative 
survenant sur la borne de connexion 1 sont conduites par la diode 7 et le rail 3 
vers la masse GND. Dans les deux cas, les charges electriques concernees ne 
traversent pas le circuit 101 qui est ainsi protege. 

La figure 2 represente I'implantation sur un substrat d'un tel dispositif 
de protection contre des decharges electrostatiques, realise selon Tinvention. 

Les differents composants du dispositif de protection, a savoir la borne 
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de connexion 1, les deux rails 2 et 3 et les deux diodes 4 et 7 sont disposees 
sur un substrat sensiblement plan 100. Le substrat 100 porte par ailleurs le 
circuit 101 et le limiteur de tension 105, non represents sur la figure 2. Le 
substrat 100 est en materiau semiconducteur, tel que, par exemple du silicium 
pouvant etre monocristallin. D est une direction perpendiculaire a la surface S 
du substrat 100, orientee vers I'exterieur du substrat 100. 

II est usuel de disposer les bornes de connexion telles que la borne 1 a 
proximite de la peripherie du substrat 100, afin de faciliter I'acces a ces bornes 
de connexion. La connexion electrique de ces bornes a des dispositifs 
exterieurs au circuit, notamment par des fils conducteurs, est ainsi rendue plus 
facile. 

Les diodes 4 et 7 sont realisees sur la surface S du substrat 100, d'une 
facon connue de I'Homme du metier. Preferablement, la cathode 5 de la diode 
4 est disposee autour de I'anode 6 de la diode 4, dans le plan de la surface S. 
Inversement, la cathode 8 de la diode 7 est entouree par I'anode 9 de la diode 
7 dans le plan de la surface S. Les zones references 5, 6, 8 et 9 representees 
sur la figure 2 sont les zones de contact respectives de la cathode et de 
I'anode de chacune des deux diodes 4 et 7. Les diodes 4 et 7 sont isolees 
electriquement I'une de I'autre, et disposees cote a cote, de facon que les deux 
diodes s'inscrivent a I'interieur d'un rectangle, preferablement d'un carre, dans 
le plan de la surface S. 

Plusieurs niveaux de metallisation 201-206 sont disposes au dessus de 
la surface S, par exemple en utilisant le procede «Damascene» ou sa variante 
«dual Damascene* connue de I'Homme du metier. Selon le procede 
Damascene, les rails 2 et 3, ainsi que des raccords electriques sont realises au 
sein de couches de materiau isolant superposees selon la direction D au 
dessus du substrat 100. Pour cela, chaque couche est gravee au travers d'un 
masque de lithographie qui presente une ouverture correspondant a une 
section, dans un plan perpendiculaire a la direction D, de I'un des elements 
parmi la piste 2, la piste 3, ou les raccords electriques desires. Des volumes 
ainsi graves sont remplis de materiau metallique, en utilisant un procede qui 
comprend, par exemple, une etape de depot electrolytique, connue de 
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I'Homme du metier. Le masque est retire, et un polissage est effectue pour 
eliminer un exces de materiau metallique depose. La couche suivante de 
materiau isolant est ensuite realisee. 

Les rails 2 et 3 sont ainsi realises, par exemple en cuivre, en 
aluminium, en argent ou en tout autre materiau conducteur presentant une 
conductivity electrique elevee. Preferablement, ils sont paralleles Tun a I'autre, 
juxtaposes dans un plan parallele a la surface S, tout en etant isoles 
electriquement Tun de I'autre. lis ont des portions respectives disposees au 
dessus, respectivement, des diodes 4 et 7. Le rail 2 presente une ouverture 13 
disposee au dessus de I'anode 6 de la diode 4, et le rail 3 presente une 
ouverture 16 disposee au dessus de la cathode 8 de la diode 7. 

La borne de connexion 1 est disposee au niveau de la face superieure 
du circuit electronique, par exemple dans un septieme niveau de metallisation 
207. Un fil metallique de connexion, non represents, est destine a etre fixe par 
soudure sur la borne de connexion 1. Un cadre 10 en materiau refractaire et 
isolant electrique est agence au dessus de la borne de connexion 1, afin 
d'eviter d'eventuels debordements de soudure ou de metal lors de la fixation du 
fil metallique sur la face superieure de la borne de connexion 1. Le cadre 10 
peut etre en nitrure de silicium, par exemple. 

La borne de connexion 1 peut presenter, par exemple, une forme 
carree ayant des cotes de longueur comprise entre 90 et 100 micrometres, 
dans un plan parallele a la surface S. Une telle borne de connexion est appelee 
«pad», dans le jargon de THomme du metier. 

Dans le mode de realisation illustre par la figure 2, Tensemble forme 
des deux diodes 4 et 7 est compris a I'interieur d'une zone correspondant a la 
projection de la borne de connexion 1 sur la surface S, parallelement a la 
direction D. De plus, les deux rails 2 et 3 presentent chacun des segments de 
longueur de rail respectifs integralement situes a Tinterieur du cylindre ayant 
pour base la borne de connexion 1 et pour axe la direction D. Un tel 
arrangement du dispositif de protection contre des decharges electrostatiques 
est particulierement compact, grace a la superposition, selon la direction D, de 
la borne de connexion 1, des rails 2 et 3 et des diodes 4 et 7 dans des niveaux 
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de circuit respectifs suivant la direction D. 

Des raccords electriques s'etendant selon la direction D, par exemple 
des vias, relient certains des composants du dispositif. II s'agit par exemple : 

- d'un via 1 1 reliant la cathode 5 de la diode 4 a la piste 2 ; 

- d'un via 12 reliant I'anode 6 de la diode 4 a la borne de connexion 1 • 

- d'un via 14 reliant la cathode 8 de la diode 7 a la borne de connexion 
1 ; et/ou, 

- d'un via 15 reliant I'anode 9 de la diode 7 a la piste 3. 

Les vias 12 et 14 traversent respectivement les rails 2 et 3 par les 
ouvertures 13 et 16 respectivement des rails 2 et 3. Les vias 11 et 12 sont 
isoles electriquement des rails 2 et 3. 

Eventuellement, plusieurs vias, par exemple quatre ou huit vias 
d.sposes selon des matrices dans des plans paralleles a la surface S, peuvent 
remplacer chacun des vias 11, 12, 14 et 16, afin d'obtenir une capacite de 
conduction de courants electriques superieure entre chacun des composants 
du d,spositif de protection centre des decharges e.ectrostatiques. Ainsi le 
d,spositif de protection peut etre efficace centre des decharges e.ectrostatiques 
correspondant a des quantites de charges electriques superieures. 

Pour un circuit electronique equipe d'un tel dispositif de protection 
comprenant une partie de circuit fonctionnant a des frequences du domaine 
radio (frequences RF, c'est-a-dire de I'ordre de 500 kilohertz a 2 megahertz 
env,ron), les rails 2 et 3 sont disposes dans des niveaux de metallisation 
proches de la surface S du substrat 100, afin d'obtenir des capacites 
d'mteraction electrostatique reduites entre les rails 2 et 3 et la borne de 
connexion 1. Lorsque les rails 2 et 3 sont realises dans le niveau de 
metallisation 201 ou 202, .a capacite d'interaction de chacun des rails avec la 
borne de connexion 1 est alors de I'ordre de ou inferieure a 30 picofarads. 

Pour un circuit electronique equipe d'un tel dispositif de protection et 
n'ayant pas de contrainte de fonctionnement RF, chacun des deux rails 2 et 3 
d.spose, par exemple, dans le niveau 201, peut etre duplique dans cheque 
n-veau de metal.isation 202-206, afin d'obtenir une capacite totale de 
conducts de courants electriques superieure. Les rails de duplication ainsi 
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disposes dans certains au moins des niveaux de metallisation 202 a 206 sont 
identiques au rail 2 ou 3 auquel ils correspondent respectivement, et sont relies 
entre eux ainsi qu'au rail 2 ou 3 auquel ils sont associes par des vias 
regulierement disposes entre tous ces rails. 

Selon un agencement usuel n'utilisant pas I'invention, la borne de 
connexion 1 precedemment decrite, avec ie cadre 10 associe, est disposee sur 
un substrat dans une premiere zone de ce substrat. Les autres elements du 
dispositif de protection contre des decharges electrostatiques sont disposes 
dans une seconde zone de ce substrat distincte de la premiere zone. Lesdites 
premiere et seconde zones sont approximativement de dimensions identiques. 
L'application de invention permet de confondre les premiere et seconde 
zones, ce qui reduit d'un facteur sensiblement egal a deux la surface du 
substrat occupee par le dispositif de protection, par rapport a Tagencement 
usuel. Pour un circuit electronique sensiblement carre d'environ 3 millimetres 
de cote realise sur un substrat plan et comportant des protections contre des 
decharges electrostatiques associees a une centaine de ses bomes d'entree, 
le gain de surface peut etre superieur a 13%. Ce gain permet une 
miniaturisation accrue d'un dispositif electrique comprenant le circuit, et done 
une diminution de son prix de revient. 

Des tests de robustesse par rapport a des decharges electrostatiques 
ont ete realises selon la norme « ESD Association Standard Test Method for 
Electrostatic Discharge (ESD) Sensitivity Testing - Human Model Component 
Level ESD STM 5.1 (1998) », sur un circuit electronique comportant un 
dispositif de protection contre des decharges electrostatiques tel que decrit ci- 
dessus en reference a la figure 2. Selon cette norme, une impulsion de courant 
electrique est produite par un generateur de courant relie d'une part a la borne 
de connexion 1 et d'autre part a la borne de masse GND, selon le schema 
electrique de la figure 3. Le generateur 50 est relie a la borne 1 par 
Tintermediaire d'une resistance 51 de 1,5 kilo-ohm et d'un condensateur 52 de 
100 picofarads connectes en serie. 

L'impulsion de courant delivree par le generateur 50 presente une 
montee rapide d'intensite pendant, par exemple, 10 nanosecondes, jusqu'a 
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une valeur instantanee maximale ajustee en fonction d'un niveau de tension de 
decharge requis. Les circuits electroniques equipes de dispositifs de protection 
tels que decrits en reference a la figure 2 n'ont pas ete endommages par des 
decharges electrostatiques correspondant a des niveaux de tension de 
decharge superieurs a 2,2 kilovolts. En particulier, aucun claquage de materiau 
isolant entre les rails 2 et 3, ni entre chaque rail 2, 3 et la borne de connexion 
1, ni entre chaque rail 2, 3 et la cathode 5/8 ou I'anode 6/9 de chacune des 
diodes 4 et 7. De tels dispositifs de protection garantissent par consequent une 
immunite des circuits electroniques auxquels ils sont adjoints contre des 
decharges electrostatiques survenant sur les bornes de connexion ainsi 
protegees lors de manipulations par un operateur. 

Par ailleurs, des tests ont ete effectues pour evaluer la resistance 
mecanique de dispositifs de protection contre des decharges electrostatiques 
tels que decrits en reference a la figure 2. En effet, une pression est exercee 
sur la borne de connexion 1 lors du soudage d'un fil de connexion metallique 
sur la surface superieure de cette borne. Un robot de soudage industriel a ete 
utilise pour ces tests, qui applique I'extremite d'un fil metallique sur la surface 
superieure de la borne 1, chauffe cette extremite puis la soude. Le fil metallique 
est ensuite etire a distance de la borne de connexion 1 par le robot. Lors de 
ces tests de resistance mecanique, aucune deformation ni aucun ecrasement 
du dispositif de protection contre les decharges electrostatiques selon 
('invention n'a ete observe, ni aucune alteration de son fonctionnement 
electrique. 
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REVENDIC ATIONS 

1. Dispositif de protection d'un circuit electronique (101) contre des 
decharges electrostatiques, le dispositif comprenant une borne de connexion 
(1) reliee a une borne dudit circuit electronique, une premiere piste (2) reliee a 

5 une premiere borne (103) d'une source d'alimentation eiectrique (102) dudit 
circuit electronique, une seconde piste (3) reliee a une seconde borne (104) de 
la source d'alimentation eiectrique (102), de maniere que la premiere piste (2) 
presente un potentiel eiectrique plus eleve que la seconde piste (3), 
comprenant en outre une premiere diode (4) ayant une cathode (5) reliee a la 

10 premiere piste (2) et une anode (6) reliee a la borne de connexion (1), et une 
seconde diode (7) ayant une cathode (8) reliee a la borne de connexion (1 ) et 
une anode (9) reliee a la seconde piste (3), les premiere (4) et seconde (7) 
diodes etant disposees a la surface (S) d'un substrat (100), la; borne de 
connexion (1) etant portee par ledit substrat (100), caracterise en^ce que la 

15 borne de connexion (1) est situee au-dessus d'une partie de I'une au moins 
des premiere (4) et seconde (7) diodes par rapport au substrat (100), selon une 
direction perpendiculaire (D) a la surface (S) du substrat. 

2. Dispositif selon la revendication 1, dans lequel les premiere (2) et 
seconde (3) pistes sont portees par le substrat (100), caracterise en ce que les 

20 premiere et seconde pistes ont chacune une partie de piste au moins 
partiellement situee entre, d'une part, ladite partie de I'une au moins des 
premiere (4) et seconde (7) diodes, et d'autre part, la borne de connexion (1). 

3. Dispositif selon la revendication 2, dans lequel I'anode (6) de la 
premiere diode (4) est entouree par la cathode (5) de la premiere diode (4) 

25 dans un plan parallele a la surface du substrat (S), et dans lequel I'anode (6) 
de la premiere diode (4) est reliee a la borne de connexion (1) par au moins un 
premier raccord (12) traversant I'une des premiere (2) et seconde (3) pistes, le 
premier raccord (12) etant isole electriquement des premiere et seconde pistes. 

4. Dispositif selon la revendication 2 ou la revendication 3, dans lequel 
30 la cathode (8) de la seconde diode (7) est entouree par I'anode (9) de la 

seconde diode (7) dans un plan parallele a la surface (S) du substrat, et dans 
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lequel la cathode (8) de la seconde diode (7) est reliee a la borne de connexion 
(1) par au moins un second raccord (14) traversant I'une des premiere (2) et 
seconde (3) pistes, le second raccord (14) etant isole electriquement des 
premiere et seconde pistes. 

5. Dispositif selon I'une quelconque des revendications precedentes, 
dans lequel I'ensemble des deux diodes (4, 7) est compris a I'interieur d'une 
zone correspondant a la projection de la borne de connexion (1) sur la surface 
(S) du substrat, selon la direction perpendiculaire a la surface du substrat (D). 

6. Dispositif selon la revendication 5, dans lequel les premiere (2) et 
seconde (3) pistes presentent chacune des segments de longueur de piste 
respectifs integralement situes a I'interieur d'un cylindre ayant pour base la 
borne de connexion (1) et pour axe la direction perpendiculaire a la surface du 
substrat (D). 

7. Dispositif electrique comprenant un circuit electronique (101) et un 
dispositif de protection contre des decharges electrostatiques (1 , 2, 3, 4, 7) 
selon I'une quelconque des revendications 1 a 6, le circuit electronique (101) 
ayant une borne reliee a la borne de connexion (1) du dispositif de protection, 
les premiere (2) et seconde (3) pistes du dispositif de protection etant 
respectivement reliees a une premiere (103) et une seconde (104) bornes 
d'une source d'alimentation (102) du circuit electronique (101), de sorte que la 
premiere piste (2) presente un potentiel electrique superieur a un potentiel 
electrique de la seconde piste (3). 

8. Dispositif electrique selon la revendication 7, dans lequel le circuit 
electronique (101) et le dispositif de protection contre des decharges 
electrostatiques (1, 2, 3, 4, 7) sont portes par un meme substrat (100). 

9. Dispositif electrique selon la revendication 7 ou la revendication 8, 
comprenant en outre un limiteur de tension (105) relie a la premiere piste (2) et 
a la seconde piste (3). 
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